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(54) Hochfrequenz-Umschalter

(57) Bei einem Hochfrequenz-Umschalter kénnen
wahlweise Hochfrequenz-Signale mit Frequenzen bis zu
einer vorbestimmten Grenzfrequenz liber einen Tiefpass
oder Hochfrequenz-Signale von Frequenzen oberhalb
dieser Grenzfrequenz iber mindestens einen elektroni-
schen Schalter zu einem Ausgang durchgeschaltet wer-

Fig. 2

den. Bei eingeschalteten elektronischen Schaltern wird
der induktive Anteil des Tiefpasses (TP) nur noch als
trennende Drossel benutzt. Vorzugsweise ist der induk-
tive Anteil des Tiefpasses mittels eines elektronischen
Schalters so umschaltbar, dass dieser in der hochfre-
quenten Schaltstellung nur noch als trennende Drossel
(11) wirkt.

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)



1 EP 1921 706 A1 2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Hochfrequenz-Um-
schalter laut Oberbegriff des Hauptanspruches.

[0002] Hochfrequenz-Umschalter dieser Art sind be-
kannt als sog. Frequenzweichen oder Diplexer. Sie be-
stehen aus einem Tiefpass-Zweig, lber den Hochfre-
quenzsignale mit einer Frequenz bis zur Grenzfrequenz
des Tiefpasses zu einem gemeinsamen Ausgang Uber-
tragbar sind, sowie einem Hochfrequenz-Zweig, uber
den Hochfrequenzsignale von Frequenzen oberhalb die-
ser Tiefpassgrenzfrequenz zum Ausgang Ubertragbar
sind. Es sind auch sog. schaltbare Frequenzweichen be-
kannt, bei denen beispielsweise tUber PIN-Dioden die
Grenzfrequenz des Hoch- bzw. Tief-Passes so um-
schaltbar ist, dass die Frequenzbereiche des Hoch- und
Tiefpasses sich nicht mehr iberlappen (z.B. nach US-
Patent 6,411,176). Diese bekannten Frequenzweichen
sind schaltungstechnisch sehr aufwandig, vor allem fr
Anwendungen bei sehr hohen Frequenzen im GHz-Be-
reich.

[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung, einen im Aufbau
einfacheren Hochfrequenz-Umschalter zu schaffen, der
diese Nachteile vermeidet.

[0004] Gel6st wird diese Aufgabe durch einen Hoch-
frequenz-Umschalter laut Hauptanspruch. Vorteilhafte
Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteranspri-
chen.

[0005] Beim erfindungsgeméafien Hochfrequenz-Um-
schalter wird der bei Frequenzweichen Ubliche Hoch-
pass vermieden, die hochfrequenten Signale oberhalb
der Grenzfrequenz des Tiefpasses werden nur Gber elek-
tronische Schalter, vorzugsweise PIN-Dioden, zuge-
fUhrt. Zusatzliche Schaltelemente im Hochfrequenz-
Zweig sind Uberflissig. Nur die Zufuhr der tiefen Fre-
quenzen bis zur Grenzfrequenz erfolgt beim erfindungs-
gemaflen Hochfrequenz-Umschalter noch (ber einen
Tiefpass, der vorzugsweise zusatzlich noch so umschalt-
bar ist, dass bei eingeschaltetem Hochfrequenz-Zweig
der Tiefpass nur noch als Drossel zur Trennung von Tief-
passzweig und Hochfrequenz-Zweig wirkt.

[0006] Die Erfindung wird im Folgenden anhand sche-
matischer Zeichnungen an Ausflihrungsbeispielen na-
her erlautert. Es zeigen:

Fig. 1  ein vereinfachtes Ausflihrungsbeispiel eines
erfindungsgemalen Hochfrequenz-Umschal-
ters,

Fig. 2  einbevorzugtes Ausfiihrungsbeispiel eines sol-
chen Hochfrequenz-Umschalters.

[0007] Fig. 1zeigteinen erfindungsgemaflen Hochfre-

quenz-Umschalter, mit dem wahlweise Hochfrequenz-
Signale von tiefen Frequenzen bis zu einer vorbestimm-
ten Grenzfrequenz (beispielsweise bis 3 GHz) vom Ein-
gang E1 zum Ausgang A durchschaltbar sind und Hoch-
frequenz-Signale von Frequenzen oberhalb dieser
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Grenzfrequenz des Tiefpasses (beispielsweise lber 3
GHz) vom Eingang E2 zum gemeinsamen Ausgang A.
Uber den Eingang E1 kénnen so beispielsweise wahl-
weise HF-Signale eines Signalgenerators mit einem Fre-
quenzbereich von tiefen Frequenzen bis zu 3 GHz oder
Uber den Eingang E2 HF-Signale in einem Frequenzbe-
reich von 3 bis 6 GHz zum Ausgang A durchgeschaltet
werden.

[0008] Der tieffrequente Zweig zwischen Eingang E1
und Ausgang A besteht in bekannter Weise aus einem
Tiefpass TP, im Ausflihrungsbeispiel aufgebaut aus den
beiden Parallelkapazitaten 12, 13 sowie den Serien-In-
duktivitdten 10 und 11. Der hochfrequente Zweig zwi-
schen Eingang E2 und Ausgang A besteht nur aus einer
schaltbaren PIN-Diode 30. Die an dem zum Ausgang A
fuhrenden Knoten K anliegende Induktivitat 11 des Tief-
passes wird so dimensioniert, dass sie flir den hochfre-
quenten Weg bei eingeschalteter PIN-Diode 30 als Dros-
sel wirkt und so den Tiefpass TP und dessen Eingang
E1 vom hochfrequenten Eingang E2 trennt.

[0009] Diezum EIN-und AUS-Schalten der PIN-Diode
30 erforderlichen Steuerleitungen sind in dem Ausfih-
rungsbeispiel nicht dargestellt, sie sind in Gblicher Weise
ausgebildet und so dimensioniert, dass sie das direkte
Durchschalten der hochfrequenten Signale vom Eingang
E2 zum Ausgang A nicht weiter stéren.

[0010] Die Induktivitdt 11 kann je nach gewlnschter
Grenzfrequenz des Tiefpasses einen fiir dessen Reali-
sierung ungeeigneten hohen Wert annehmen. Um auch
in solchen Fallen diese vorteilhafte Struktur eines Hoch-
frequenz-Umschalters nach Fig. 1 zu ermdglichen, wird
gemal der Weiterbildung nach Fig. 2 parallel zur Induk-
tivitdt 11 eine Uber eine PIN-Diode 15 zu- und abschalt-
bare weitere Induktivitdt 14 angeordnet. Die PIN-Diode
15 wird zusammen mit der PIN-Diode 30 des Hochfre-
quenz-Zweiges so geschaltet, dass bei eingeschalteter
PIN-Diode 30 und damit Zufuhr eines hochfrequenten
Signales tber den Eingang E2 die PIN-Diode 15 AUS-
geschaltetund somit die Induktivitat 14 abgeschaltet wird
und nur noch die Induktivitdt 11 zugeschaltet bleibt. Die
PIN-Diode 15 hat keinen stérenden Einfluss auf den tief-
frequenten Signalweg, da dieser vom Eingang E1 Uber
die Induktivitaten 10 und 11 flhrt.

[0011] In einem praktischen Ausfiihrungsbeispiel fur
das oben angegebene Frequenzkonzept von tieffre-
quentem Zweig bis 3 GHz und hochfrequentem Zweig
von 3 bis 6 GHz besteht die Induktivitat 11 beispielsweise
aus einer Spule von relativ hoher Induktivitat, beispiels-
weise 12 nH, und die fir die Dimensionierung des Tief-
passes TP mit zu beriicksichtigende Induktivitat 14 aus
einer sehr kleinen Induktivitat von beispielsweise nur 3-4
nH, so dass bei EIN-geschalteter PIN-Diode 15 die bei-
den Induktivitdten 11, 14 parallel geschaltet sind und da-
mit ein fur die Dimensionierung des Tiefpasses erforder-
liche geringer Induktivitatswert wirksam ist, wahrend bei
AUS-geschalteter PIN-Diode 15 nur die Induktivitat 11
von relativ groRem Induktivitdtswert als Trenndrossel
zwischen den Eingangen E1 und E2 wirksam ist.
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[0012] Fig. 2 zeigt noch eine weitere Ausgestaltung
eines erfindungsgemafen Hochfrequenz-Umschalters.
Der hochfrequente Zweig besteht in Fig. 2 nicht nur aus
einem einzigen Eingang E2 mit einer zugehdrigen
Schalt-PIN-Diode 30, sondern kann aus mehreren par-
allel geschalteten Hochfrequenz-Zweigen E2 bis En mit
entsprechenden PIN-Dioden 30 bis 40 aufgebaut sein.
Auf diese Weise kdnnen Uber die Eingédnge E2 bis En
wahlweise eines von mehreren verschiedenen hochfre-
quenten Signalen dem gemeinsamen Ausgang A zuge-
fuhrt werden.

[0013] DieErfindungist nichtaufdie dargestellten Aus-
fuhrungsbeispiele beschrankt. Im obigen Ausfiihrungs-
beispiel sind als elektronische Schalter 15 sowie 30 bis
40 jeweils PIN-Dioden erwahnt, es kdnnten jedoch auch
andere elektronische Schalter wie Feldeffekttransistoren
oder dergleichen benutzt werden. PIN-Dioden besitzen
zwar eine untere Grenzfrequenz im MHz-Bereich, was
bei ihrem Einsatz als elektronische Schalter zum Durch-
schalten der hochfrequenten Zweige Uber die Eingange
E2 bis E,, jedoch nicht weiter stort.

Patentanspriiche

1. Hochfrequenz-Umschalter, mit dem wahlweise
Hochfrequenz-Signale mit Frequenzen bis zu einer
vorbestimmten Grenzfrequenz (iber einen Tiefpass
oder Hochfrequenz-Signale von Frequenzen ober-
halb dieser Grenzfrequenz Uber hochfrequente
Zweige zu einem Ausgang durchschaltbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Hochfrequenz-Signale von Frequenzen
oberhalb der Grenzfrequenz (iber mindestens einen
elektronischen Schalter (30, 40) direkt zum Ausgang
durchschaltbar sind und in dieser Schaltstellung der
induktive Anteil des Tiefpasses (TP) nur noch als
den tieffrequenten Eingang (E1) von dem oder den
hochfrequenten Eingédngen (E2 bis E,)) trennende
Drossel (11) wirkt.

2. Hochfrequenz-Umschalter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der induktive Anteil (10, 11, 14)) des Tiefpas-
ses (TP) mittels eines elektronischen Schalters (15)
so umschaltbar ist, dass dieser in der hochfrequen-
ten Schaltstellung nur noch als trennende Drossel
(11) wirkt.

3. Hochfrequenz-Umschalter nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die letzte mit dem Ausgang (A) verbundene
Induktivitat (14) des Tiefpasses (TP) liber den elek-
tronischen Schalter (15) parallel zu einer gréfReren
Induktivitat (11) geschaltet ist, so dass bei einge-
schaltetem elektronischen Schalter (15) die Paral-
lelschaltung der beiden Induktivitaten (11,14) den
Tiefpass (TP) bestimmt und bei ausgeschaltetem
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elektronischen Schalter (15) nur noch die groRere
Induktivitat (11) zwischen Ausgang (A) und Tiefpass
(TP) wirkt.

Hochfrequenz-Umschalter nach einem der vorheri-
gen Anspriche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der oder die die hochfrequenten Signale zum
Ausgang (A) durchschaltenden elektronischen
Schalter schaltbare PIN-Dioden (30, 40) sind.

Hochfrequenz-Umschalter nach einem der vorheri-
gen Anspriche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der den Tiefpass (TP) zu einer Trenndrossel
umschaltende elektronische Schalter eine schaltba-
re PIN-Diode (15) ist.
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